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ll. PLZT透明セラミックスを用いた積層型

ディスプレイ素子の試作

常 盤 光 作

〔序論〕 透明セラミックスPLZT(9/65/35)は電圧印加に上り複屈折が変化する電気-光学変換

素子として､これまで対閃光シャッター等が実用化され､また高速応答性 (～10iLSeC)からデ ィスプ

レイ､画像メモリーといった次世代光学デバイスとしての応用が期待されている｡今回我々は､原理

的にこの電気光学効果を利用した光シャッター(Fig･1)を2次元的に配列した低電圧､投影型デ ィスプ

レイを試作した｡近年の画像処理技術の高度化にともない-イビジョンTVに代表される高解像度､

大画面TVが注目されているが､PLZTセラミックスの電気光学効果の特徴である､(1)透過光を利

用できる(2)高い応答性 (～10psec)(3)電圧によって制御できる等を利用すると､デ ィスプレイ素子

を用いて映画並の大画面をもつち上うどスライドプロジェクターのようなプロジェクション (投影)

型TVを構成できるOこれまでにもPLZTセラミッ･クスを用いたデ 1スプレイ素子は提案され･{い

たがホットプレス法を必要とするPLZTセラミックスの作製上の困難から一体型の主産が難しくこ

れまで実現されなかった｡ しかし最近の原料粉製造技術の進歩によりこれまで普通焼成では不可能と

されていたPLZTセラミックスの透明化が可能となり､グリーンシー ト積層技術を結合させること

によって一挙に数十万画素をもち､また工業的にも量産性のあるデ ィスプレイ素子を作製する方法を

開発 した｡

〔デ ィスプレイ素子〕 普通焼成されたPLZTも粒径制御を行いながら作動すれば､ホットプレ

スと変わらない電気光学効果 (R定数)と透光性をもち_､グリーンシー ト積層技術を適用して新しい
デバイスをつくることが可能である｡グリーンシート積層技術とはバ インダ (高分子と有機溶媒)の

中にセラミックス原料粉を分散させてシート状の材料をつくり､この表面に電鹿を印刷させて多数積

層 してセラミックスと電梅を同時に焼成する方法で､量産性と徹密化に向き､複雑な電極パターンに

もスクリーン印刷等を用いて対応できる｡グ])-ンシー ト積層技術の作製プロセスを(Fig.2)に示すo

今回新 Lく開発した電極構造は2種類の内部電最と､外部電梅から成り､全面電極をはさむ上下2つ

の分杜電極の蔑むエリアで 1つの画素を構成する｡電振放道と勧作原理を(Fig.3)に示す｡この電極横

道は､グリーンシート積層技術を適用することが可能で級密化､均一化､量産化が図られる｡撤密化

(電極間隔を数十～数百pmmにすること)によって､駆動電圧は数十Vとなり低電圧化も可能である｡

グリーンシート積層技術によって作製 したデ ィスプレイ素子をくFig.4)に示す｡ 3枚のデ ィスプレイ素

子をそれぞれRGB光に対応させればカラーデ ィスプレイを構成でき､プロジェクション型TVへの

応用が可能である｡プロジェクション型TVの構成を(Fig.5)に､写真をくFig.6)に示す｡信号を走査
してスクリーン上に出力した画橡を(Fig.7)に示す｡

〔結果と考察〕 デ ィスプレイ素子の特性として1つの画素に注目して印加電圧に対応する光量変

化また駆動電圧の印加に対する応答性(Fig.8)を測定 した｡結果､駆動電圧的 100Vで応答性 :80

jLSeCが練られ､走査型デ ィスプレイ素子とLt必要とされる応答性を上回ることがわかった.コント

ラスト比は 1:20という値を得た｡ 10,000Lmの‡enon光源と1枚のデ ィスプレイ素子に対する
スクリーン (20inch)上のon時の輝度は約80cd/皿3(nt)であった｡(Fig.9)に示したように額動電

圧の変化に対して透過光量はほぼ直線的に変化した｡光のoL1-Offだけでな く､中間調などの表示も可

能と考えられる｡今回開発 した電極構造は光軸と同方向なので､内部電梅に上る透過光への影響がほ

とんどな く､またデ ィスプレイ素子の透過率 (I,皿m厚)は約60%で､屈折率 (n=2.5)のPL
ZT(9/65/35)セラミックスの理論的透過率65%に匹敵 した｡この透過率は､反射防止膜等の表面処
理で向上が見込まれるoまた電界分布がほぼ均一になるためクロストークやコントラスト比低下があ

まり見られなかったoグlJ-ンシー ト積層技術の適用で均一でまった く同型のデ ィスプレイ素子を一

挙に多数製造できるoこのことは 1つのプロジュクションTVにRGB光に対応する3枚のデ ィスプ
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レイ素子が必要なことから重要である｡駆動電圧を半波長電圧よりもやや高めに設定すれば､立ち上

がlJの応答性は改善される｡立ち下がりの応答性は悪 くなるが残像の効果をもたらし開塔はない｡ コ

ントラスト比はスクリーン上を肉眼で視認するとかなりの明暗変化があり投影型デ ィスプレイ素子と

して十分に機能すると考えられる｡
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12. GaAs単結晶からの光電子のエネルギー分光

首 銘 隆

<はじめに>

スピン偏極電子線の生成法の一つとして光励起による GaAs単結晶か らの光電子

を用いたものがあるが,当由死重に於て,現在では He-1Veレーザー (/～.:632.8
nnE=1.96eV-)を用いて GaAs単結晶か ら無偏極ではあるがjLA程度の光恵子電
淡を取り出すに至っている｡一

今回 Ga･As単結晶か ら̀の光電子分光を行 う為,先ず半球型分光告の特性を訴べた｡

その一手度としてWフィラメント電子銃を用いて熱放射電子エネルギー分光を行い,

その結果を,実際のGaAs単結晶か らの光電子のエネルギー分光に役立てたい｡

<魚電子放出>

金属の伝導帯にある電子は Ferni-Dirac 図 1

分布に従って存在 し真空準位に対 して高さ

Ⅴのポテンシャル障壁内にある｡

金属が高温になる時運動エネルギーを得

てフェル ミ面からしみ出て来る電子が多 く

なり (Fermi分布の 舶Xhlelliantail),

あるものはポテンシャル障壁を越 えて真空

中に飛び出す｡ これを魚電子放出と呼び,

放射電子は 汀axvd11-BolZmann分布に従う｡

(国土参庶)
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